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【はじめに】近年、バリウムドープ鉄酸ビスマス Bi1-xBaxFeO3-x/2 の酸素の一部をフッ素で置換し

た Bi1-xBaxFeO3-xFx酸フッ化物の多結晶体が合成され、x = 0.2, 0.3 の試料が Néel 温度が 770 K 以上

の G 型反強磁性体であることが報告された[1]。また第一原理計算により、x = 0.25 の試料がマル

チフェロイック特性を示すことが予測された[2]。これまで我々は、トポケミカルフッ化反応によ

り Bi0.8Ba0.2FeO2.8F0.2単結晶薄膜を作製し、残留分極値~9 µC/cm2の強誘電性を示すことを明らかに

した[3]。本研究では、Bi と Ba の組成比を変えた Bi1-xBaxFeO3-xFx (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4)の単結晶

薄膜を作製し、それらの強誘電性と電子状態を調べた。 
 
【実験手法】ペロブスカイト型の鉄酸フッ化ビスマス薄

膜は、まず前駆体である Bi1-xBaxFeO3-x/2 (x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 
0.4)エピタキシャル薄膜を Nb0.5%ドープ SrTiO3 (100)基
板上にパルスレーザー堆積法で作製し、これをポリフッ

化ビニリデンとともに Ar 雰囲気の下 12 時間加熱しトポ

ケミカル反応させることで作製した。薄膜の結晶構造は

X 線回折測定(XRD)、強誘電性は強誘電テスター、フッ素

の導入と電子状態は X 線光電子分光法(XPS)により確認

した。 
 
【結果と考察】はじめに XRD を行い、いずれの薄膜もペ

ロブスカイト型構造をもつエピタキシャル薄膜であるこ

とを確認した。次に XPS 測定を行った。Fig 1.はフッ化し

たBi1-xBaxFeO3-x/2 (x = 0, 0.3)薄膜の F 1s XPSスペクトルで

ある。x = 0.1～0.4 ではトポケミカル反応によってフッ素

が導入される一方、x = 0 では導入されないことが確認さ

れた。このことは、フッ素導入に酸素欠損が重要である

ことを示唆している。 
 Fig 2.は 20 kHz、300 K で取得した Bi0.7Ba0.3FeO2.7F0.3薄
膜の分極–電場曲線(P–E)および電流–電場曲線(I–E)であ

る。既に発表した Bi0.8Ba0.2FeO2.8F0.2薄膜[3]に加え、この

組成の酸フッ化物薄膜も室温で強誘電性を示した。一方、

x = 0.1 では特有のヒステリシスループは確認できなかっ

た。このように、薄膜の強誘電性は組成によって異なる

ことが明らかになった。 
 講演では、各組成における価電子帯 XPS スペクトルの

詳細についても議論する予定である。 
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Fig 1: XPS images of the fluorinated 
Bi1-xBaxFeO3-x/2 (x = 0, 0.3) acquired at 
300 K. 
 

 
Fig 2: P-E and I-E curves for the 
Bi0.7Ba0.3FeO2.7F0.3 film acquired at 20 
kHz and 300 K. 
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